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簡
介 

本研究利用二胺與二酸酐合成出可溶性聚亞醯胺(Polyimide)，再藉由溶膠凝膠法使聚亞醯胺與無機奈米材
料二氧化矽/二氧化鈦製備混成薄膜，改變無機摻混之含量(0、10、20、30、40、50、60 wt%)，並將此薄膜
運用於有機薄膜電晶體元件之介電層，找出最佳條件及探討對元件特性影響。 
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 成功製備出可溶性聚亞醯胺運用在高介電性混成薄膜。 
 當SiO2、TiO2比例上升，性質皆有所提升，而在40 wt%時，Mobility提升至7.39 cm2 /Vs ，Ion /Ioff 提升至9.63X103。 
 得知有機與無機材料SiO2-TiO2有成功的混合，由實驗可以得知摻雜比例PST40為最佳比例。 
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光學性質分析 

  Fig.1、Fig.2 為 PST0-60%混成材料之TGA曲線(氮氣、空氣) 

 

  

Fig.3 PST0-60%混成材料之DSC曲線 

Fig.4 PST0-60%混成材料之FTIR光譜圖 

  Fig.5 PST0-60%混成材料之UV光譜圖 

   

Fig.6 PST0-60%混成薄膜材料
之電容器漏電流曲線 

Fig.7 PST0-60%混成薄膜材料之介電常數 

Fig.8 PST0-60%混成薄膜OTFT元件之Ion/IOFF遲滯曲線圖 
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薄膜分析 

電性質分析 
 

半導體分析儀

  

熱性質分析 DSC、TGA 

光學性質分析 UV 

結構分析 FTIR 

有機無機材料製備  

塗佈介電層 

塗佈半導體層 

蒸鍍金電極 

OTFT製備完成 

熱性質分析 

結構分析 

電性質分析 

Table.1 PST0-60%混成材料之熱裂解溫度 

Table.2 PST0-60%之玻璃轉換溫度 

Table.3 介電層厚度       Table.6 PST0-60%混成薄膜OTFT元件之電性質總表 

Table.4 漏電流數值 

Table.5 介電常數數值 
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